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Motivace

Vyvoj novych modernich materialt zada hluboké
znalosti fyziky a matematiky
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Uvod

JdKremik — zdklad moderni technologie

IKrystalicky vs. amorfni kfemik

tranzistory, solarni ¢lanky apod.
dTenkovrstvé materidly



Fyzika pevnych latek

APasovy model pevnych latek

4 T A c A
. E |
E VODIVOSTNI E | CASTECN!E |
PAS | ZAPLNENY PASY SE
E VODIVOSTNI VODIVOSTNI PREKRYVAUI
G PAS PAS
PAS>3eV ZAKAZANY PAS IAZANY PAS —_—
EV E:EMZ’“I E'.ur = — EV - - E'D :'_—'_-_—"—““
R = }'ﬂr:;i :zl__!é: ’_ 555 ———




Fyzika pevnych latek

Elektrony v pevnych latkach
JHustota stavu g(E)
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Fyzika pevnych latek

(JRozlozeni nosicl naboje
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Amorfni kremik

APasovy model amorfniho kfemiku

Density of states g(E)
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Amorfni kremik

JRozloZeni defektl dle defekt-pool modelu z roku 1996
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Simulace

JASA (Advanced Semiconductor Analysis)
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Simulace

dVysledky simulace:

0

40177 //;ﬁ | A
P _
80+ ] ' 0.60 —
N§-1OO _ _175-0.1 00 01 02 03 > -
< o 10 S 0.40 -
140 - 200 -
-160 1 400 0.20 —
-180 -] 1000 .
-200'.|,|,|,|,|,|,0'00 T T T T T
02 00 02 04 06 08 10 0 200 tﬁg:inegg?nmioo 1000
U (V)
V-A charakteristika Uo(t)

11



FAKULTA
APLIKOVANYCH VED
ZAPADOCESKE

Za’Vé r UNIVERZITY

¥ PLINI

Tato prace ukazuje problematiku fyzikalniho popisu
polovodicu a aplikovani teoretickych modeld,
zalozenych na Sirokém mnozstvi fyzikalnich projevu.
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Dékuji za pozornost
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